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Amplificador NPN de propdsito general

Este dispositivo esta disefiado a modo de amplificador y enchufe de propésito general.
El margen dinamico util se extiende a 100 mA en el caso del enchufe y a 100 MHz en
el caso del amplificador. Fuente obtenida de Process 23.

ESpelelcaC|oneS méX| mas abSOIUtaS* TA = 25°C si no hay contraindicacion

Simbolo Parametro Valor Unidades
Vceo Tensién colector-emisor 40 \%

Vceo Tension colector-base 60 \

Veso Tensién emisor-base 6,0 \Y

lc Corriente del colector - ¢ ontinua 200 mA

Ty, Tstg Margen de temperaturas de la conexién de almacenamiento y funcionamiento -55to +150 °C

*Estos valores son limitados y sobrepasarlos puede afectar a la capacidad de servicio de cualquier dispositivo semiconductor.

NOTAS:
1) Estos valores limite se basan en una temperatura maxima de conexién de 150 grados centigrados.

2) Estos limites son de régimen permanente. Se deberia consultar a la fabrica acerca de las aplicaciones que implican funcionamientos pulsados o ciclos de

utilizacién reducidos.

[11997 Fairchild Semiconductor Corporation

v06EL7d / ¥O6ELANIN / YO6ENC


farnaz
© Fairchild Semiconductor


Caracteristicas eléctricas

Amplificador NPN de propdsito general

TA = 25°C si no hay contraindicacién

(continuacién)

Simbolo Parametro Condiciones de prueba | Min. Méx. Unidades
CARACTERISTICAS DE DESCONEXION
V@r)ceo Tension de ruptura colector-emisor lc=10mA, Ig=0 40 \Y
V(sricBO Tension de ruptura colector-base lc=10pA =0 60 \%
V@er)ErO Tension de ruptura emisor-base le=10pA Ic =0 6,0 \Y
lsL Corriente de corte de la base Vee=30V, Vgg =0 50 nA
lcex Corriente de corte del colector Vee=30V, Vg =0 50 nA
CARACTERISTICAS DE CONEXION*
hee Ganancia de corriente continua lc=0,1mA, Ve =10V 40
lc=1,0mA, Vg =10V 70
lc=10mA, Ve =10V 100 300
lc=50mA, Ve =10V 60
lc =100 mA, Ve =10V 30
Vcesan [Tension de saturacién colector-emisor lc=10mA, Ig=1,0mA 0.2 \Y
Ic =50 mA, lIg =5,0 mA 0.3 V
VBE(san Tension de saturacion base-emisor lc=10mA, Iz =1,0 mA 0,65 0,85 \Y
lc =50 mA, lIg =5,0 mA 0,95 V
CARACTERISTICAS DE PEQUENA SENAL
fr Producto de corriente -- ganancia -- lc=10 mA, Vce =20V, 300 MHz
ancho de banda f=100 MHz
Cobo Capacitancia de salida Veg=5,0V, Ig =0, 4,0 pF
f=1,0 MHz
Cibo Capacitancia de entrada Veg =05V, Ic=0, 8,0 pF
f=1,0 MHz
NF Figura de ruido (excepto MMPQ3904) lc =100 pA, Ve =5,0V, 5,0 dB
Rs =1,0kQ, =10 Hz to 15,7 kHz
CARACTERISTICAS DE CONMUTACION (excepto MMPQ3904)
14 Tiempo de retardo Vee=3,0V, Ve =0,5V, 35 ns
tr Tiempo de subida lc =10 mA, Ig; =1,0 mA 35 ns
ts Tiempo de almacenamiento Vee=3,0V, Ic = 10mA 200 ns
t Tiempo de caida g1 =gz =1,0 MA 50 ns

*Pureba de impulso: anchura entre impulsos < 300 ps, ciclo de trabajo < 2,0%

Modelo Spice

NPN (Is=6,734f Xti=3 Eg=1,11 Vaf=74,03 Bf=416,4 Ne=1,259 Ise=6,734 |kf=66,78m Xtb=1,5 Br=0,7371 Nc=2
Isc=0 lkr=0 Rc=1 Cjc=3,638p Mjc=0,3085 Vjc=0,75 Fc=0,5 Cje=4,493p Mje=0,2593 Vje=0,75 Tr=239,5n Tf=301,2p
Itf=0,4 Vif=4 Xtf=2 Rb=10)
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Caracteristicas térmicas

Amplificador NPN de propdsito general

TA = 25°C si no hay contraindicacién

(continuacién)

Simbolo Caracteristica Max. Unidades
2N3904 *PZT3904
Pp Disipacidn total del dispositivo 625 1000 mw
Degradacion por encima de 25°C 5,0 8,0 mwW/°C
Resc Resistencia térmica, conexién a caja 83,3 °C/W
Resa Resistencia térmica, conexion a ambiente 200 125 °C/W
Simbolo Caracteristica Méx. Unidades
*MMBT3904 MMPQ3904
Po Disipacién total del dispositivo 350 1000 mwW
Degradacién por encima de 25°C 2,8 8,0 mwW/°C
Resa Resistencia térmica, conexion a ambiente 357 °C/wW
4 microplaquetas efectivas 125 °C/IW
Cada microplaqueta 240 °C/IW

*Dispositivo montado sobre FR-4 PCB 36 mm X 18 mm X 1,5 mm; almohadilla de montaje para el conductor del colector con un minimo de 6 cm?.

**Dispositivo montado sobre FR-4 PCB 1,6" X 1,6" X 0,06."

Caracteristicas tipicas
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Amplificador NPN de propésito general

(continuacién)

Caracteristicas tipicas (continuacion)
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Amplificador NPN de propdsito general

(continuacién)

Caracteristicas tipicas (continuacion)
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Amplificador NPN de propdsito general

(continuacion)

Circuitos de prueba
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FIGURA 2: Circuito de prueba del equivalente al tiempo de almacenamiento y de caida.
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MARCAS COMERCIALES

A continuacién, se proporciona un listado de marcas registradas y no registradas que posee o esta autorizado a
utilizar Fairchild Semiconductor. No obstante, no aparecen indicadas todas las marcas comerciales.

ACEx™

CoolFET™
CROSSVOLT™
E2CMOS™

FACT™

FACT Quiet Series™
FAST®

FASTr™

GTO™

HiSeC™

ISOPLANAR™
MICROWIRE™
pPOpP™
PowerTrench™
QSs™

Quiet Series™
SuperSOT™-3
SuperSOT™-6
SuperSOT™-8
TinyLogic™

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIERA

DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA FIABILIDAD, LA
FUNCIONALIDAD O EL DISENO DE LOS MISMOS. FAIRCHILD NO SE RESPONSABILIZA DE LA

APLICACION O EL USO DE NINGUN PRODUCTO O CIRCUITO DESCRITO AQUi Y TAMPOCO TRANSFIERE
NINGUNA LICENCIA BAJO SUS DERECHOS DE PATENTE NI BAJO LOS DERECHOS AJENOS.

NORMAS REFERENTES A LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE VIDA

NO SE AUTORIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS DE FAIRCHILD COMO COMPONENTES CRITICOS EN LOS DISPOSITIVOS O
SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE VIDA SIN AUTORIZACION EXPRESA POR ESCRITO DE FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

Tal y como se indica aqui:

1. Los sistemas o dispositivos de mantenimiento de vida
son aquellos: (a) cuyo propésito es el implante quirdrgico
en el cuerpo, (b) el mantenimiento de la vida, o (c) cuyo
fallo de funcionamiento, siendo utilizados siguiendo
adecuadamente las instrucciones del etiquetado, puede
causar un dafio considerable al usuario.

2. Un componente critico es cualquier componente de

un dispositivo o sistema de mantenimiento de vida cuyo
mal funcionamiento puede provocar la averia del sistema o
del dispositivo de mantenimiento de vida, o afectar a la

segurida o efectividad del mismo.

DEFINICIONES DEL ESTADO DEL PRODUCTO

Definiciones de los términos

Identificacién de la hoja de datos| Estado del producto

Definicion

En fase formativa
o de disefio

Informacion avanzada

Esta hoja de datos contiene las especificaciones de disefio
para el desarrollo del producto. Las especificaciones pueden
estar sujetas a variaciones sin previo aviso.

Preliminar Primera fabricacion

Esta hoja de datos contiene datos preliminares. Los datos
complementarios se publicaran mas adelante. Fairchild
Semiconductor se reserva el derecho de realizar cambios
en cualquier momento, sin previo aviso, con el objetivo de
mejorar el disefio.

No se necesita identificacion Fabricacién plena

Esta hoja de datos contiene especificaciones finales. Fairchild
Semiconductor se reserva el derecho de realizar cambios en
cualquier momento, sin previo aviso, para mejorar el disefio.

Obsoleto No se fabrica

Esta hoja de datos contiene especificaciones sobre un
producto que Fairchild semiconductor ha dejado de fabricar.
La hoja de datos es meramente informativa.






